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FIG. 1

(57) Abstract: The invention relates to a piezoelectric-on-insulator (POI) substrate (100) comprising a support substrate (102), in
particular a silicon-based substrate, a piezoelectric layer (108), in particular a layer of lithium tantalate (LTO) or lithium niobate (LNO),
adielectric layer (106), in particular a layer of silicon oxide, sandwiched between the piezoelectric layer (108) and the support substrate
(102), and a trapping structure (104) sandwiched between the dielectric layer (106) and the support substrate (102). The trapping
structure (104) comprises at least two trapping layers (104a, 104b) which are based on different materials. The invention also relates
to a method for producing a piezoelectric-on-insulator (POI) substrate.

(57) Abrégé : Divulgué est un substrat piézoélectrique sur isolant (POI) (100) comprenant un substrat support (102), en particulier un
substrat a base de silicium, une couche piézoélectrique (108), en particulier une couche de tantalate de lithium (LTO) ou de niobate de
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lithium (LNO), une couche diélectrique (106), en particulier une couche d'oxyde en silicium, en sandwich entre la couche piézoélectrique
(108) et le substrat support (102), une structure de piégeage (104) en sandwich entre la couche diélectrique (106) et le substrat support
(102). La structure de piégeage (104) comprend au moins deux couches de piégeage (104a, 104b) a base de matériaux différents.
L'invention concerne également un procédé de fabrication d'un substrat piézoélectrique sur isolant (POI).




